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Materialy pro solarni energii

Vyzkum solarnich absorbérii Ni-Al,03

Védecké vyzkumy se zabyvaji neustdlym
zlepSovanim materiald, ze kterych se vyrabé-
ji solarni ¢lanky (obr. 1). Pro zlepSeni kvality
téchto materiald je tfeba vykonavat méreni.
Moderni solarni ¢lanky jsou dnes vicevrstev-
né, a proto se pozornost soustfeduje na mé-
feni jednotlivych vrstev, ze kterych se solar-
ni ¢lanky vyrabéji.

Ing. Petr Zitko, publicista zabyvajici se energetikou

dou je, Ze nelze separovat nekovové vrstvy
od kovového pozadi. Pro méfeni byla vyuzi-
ta detek¢ni analyza elasticity tézkych iontd.
Pomoci ni bylo moZné méfit hloubkové pro-
fily soucasné kovovych i nekovovych vrstev.
Uvedend metoda je pouzitelnd i k méfeni vy-
branych povrchd TiN,Oy a AlCu,Fe,.
Uvadéji se hodnoty casové proménlivé ener-
gie kfemiku v antireflexni vrstve, pri¢emz mé-
feny jsou hodnoty ve filmech obsahujicich riz-

Klasicky se pouZivaji vysoce selektiv-
ni a trvanlivé materidly pro vyrobu solarni-
ho absorbéru, pfi¢emz jsou vétSinou vyrabe-
ny jako dvojvrstevné kompozity Ni-Al, tieti
vrstvu tvoii silikonové nebo semisilikonové
antireflexni vrstvy. Normalni hodnota solarni
absorpce téchto tfivrstevnych ¢lanki je 0,97
a normalni hodnota tepelné emitace je 0,05.
Idealnimi hodnotami jsou 1 pro absorpci a 0
pro tepelnou emitaci.

Price se zaméfuje na vyzkum struktury
jednotlivych vrstev a zédkladnich hloubek pro-
filt, které v téchto vrstvach vznikaji. Zejmé-
na je sledovan profil tenkého filmu Ni-Al-Si,
ktery tvoii téleso ¢lanku. Ukolem je zjistit,
jak se méni procentovy pomér Ni-Al ve sku-
tecném filmu s tim, Ze pdjde o rzné objemo-
vé filmy skute¢nych ¢lanki. Toto tvoii hlav-
ni kol zabyvajici se strukturou a morfologii
filma riznych tlousték. Diivéjsi optické mo-
delovani téchto absorbéri bylo zaloZeno na
urcité procentové struktuie vrstvy. Vymode-
lované struktury nyni mohou byt verifikovany
pomoci elektronického mikroskopu. V ramci
vyzkumu byla pouZzita metoda analyzy hloub-
ky absorbért, kterou bylo mozZné ziskat ato-
marni hloubkové profily, a to jak kovovych,
tak nekovovych casti. Ve studii jsou pouZi-
ty materidly obsahujici atomy od atomové
hmotnosti 1 (vodik) do atomové hmotnosti
59 (nikl). V tomto piipad€ je pouZitelna napf.
Rutherfordova zobrazovaci spektrometrie,
vyuzivajici k analyze svazek iontti. Nevyho-

Obr. 1. Pole se soldrnimi panely (slunecni elektrdrna Busanovice)

né poméry niklu a hliniku. Zkoumané filmy
se sklddaji z kompozic niklovych nanocastic
umisténych do dielektrického hlinikového loZe.
Pro tento dcel byl jako substrat zvolen hlinik.
Vytvorené filmy patii k té skupiné absorbér,
které se nazyvaji kompozity kov-dielektrikum
nebo také kovové tandemy, které se klasicky
skladaji z kovovych ¢astic vloZenych do die-
lektrického loZe hliniku. Absorp¢ni filmy byly
vyrobeny nejnovéj$imi vyrobnimi metodami
kompozice silikonovych a silikon-antireflex-
nich filmu, chranénych gelovou vrstvou.

Priprava filmu

Nikl-hlinikové filmy

Kovové kompozice lze vytvaret z niklu
a hliniku. Volbou rGznych proporci téchto
prvki 1ze vyrobit absorpéni filmy Ni-Al,Os.
Vznikly material je tfivrstevny, pti¢emzZ vy-
soce absorpcni vrstva tvorici bazi je synteti-
zovana tak, ze 80 % tvori nikl a 20 % Al,Os.
Nizkoabsorpéni stfedni vrstva obsahuje 40 %
niklu a 60 % hliniku.

Silikonovy film

Pro vyrobu silikonové a semisilikonové
vrstvy byla pouzita gelova metoda. Jako vy-
chozi materidly byly pouZity tetraoxysilan
a metyloxysilan. Pfi pouZiti jen prvni surovi-
ny by vysledny film obsahoval 100 % kremi-
ku. SmiSenim obou materiald vznika semisi-
likonovy film. Pruznost tohoto filmu poroste

a ekonomikou v elektrotechnice

s tim, jak se bude zvySovat mnoZstvi metyl-
oxysilanu vzhledem k prvnimu materidlu.
Pruznost semisilikonu zptisobuje metylova
skupina metyloxysilanu. Namisto ctyf kys-
likovych atomt vazanych k atomu kiemi-
ku v prvni slouceniné je jeden kyslik u dru-
hé slouceniny nahrazen metylovou skupinou.
Tato metylova skupina je na konci fetéz-
ce a s ni¢im dalSim se nevdZe v kiemikové
struktufe, coz zpusobuje pruznost kryci vrst-
vy a zaroven to zabranuje praskani.

Kryci vrstva

Tvorba Kkryci vrstvy

Kryci vrstva KW-4A, vyrobena systémem
Chemat Technology, umoziuje kontrolovat
tloustku filmu. Tuto tloustku rovnéz ovliv-
fluje koncentrace iontl ve filmu. Po nanese-
ni se kryci vrstva tepelné vytvrzuje v dusika-
té atmosfére ve sklenéné trubici o priméru
60 mm vloZené do pece typu ESTF 50/14-S.
Tenky film se zahtiva tak, Ze teplota roste
rychlosti 50 °C/min, pfi¢emz vysledna teplo-
ta je bud 400 nebo 550 °C. Podle této teploty
jsou pojmenovany i materialy jako S400 nebo
S550. Materialy s horni antireflexni vrstvou
kfemiku se zahfivaji opét bud na 400 nebo
550 °C a jsou vedeny pod ndazvem HS400
nebo HS550.

Struktura vrstvy

Tiivrstevny soldrni absorbér je tvofen
z 80 % niklem a z 20 % hlinikem, pfi¢emz
toto tvoii bazi; pomér 40 % niklu a 60 % hli-
niku tvori stfedni vrstvu a kone¢né semisili-
kon tvori antireflexni vrstvu.

Detekéni analyza elasticity

SloZeni a pribéh profilt jednotlivych vrs-
tev se sleduji elektronickym detekénim systé-
mem Tof-E. Detektor se sklada ze dvou uhli-
kovych detek¢nich Cidel, ktera jsou doplnéna
detektorem energie kiemiku. Uhlikova ¢idla
maji hmotnost 10 pg/cm?. Detektor energie je
umistén 25 pm za druhy detektor a mé za tikol
sledovat kifemikové castecky. Pred detekto-
rem je umistén kolimator o priméru 10 um,
jehoz dkolem je stanovit thel, pod kterym ma
byt nastaven detek¢ni systém. Samotné méfe-
ni bylo vykondvano v tandemové laboratofi
na univerzité¢ v Uppsale. Byly pouzity ionty
excitované na 45 MeV, jez byly ziskany v pel-
letronovém urychlovaci 5 MV NEC.

Vstupni iontovy paprsek a vystupni pa-
prsky sviraji tihel 67,5° s normalou povrchu
vzorku. Orientované atomy byly detekovany
¢idlem pod thlem ¢ = 45° s normélou povr-
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chu vzorku. Iontovy paprsek ma ovélny tvar
o rozmérech 1 x 4 um. Jeho hustota je zhru-
ba 100 nA/cm?, co? umoziuje tok iontll mezi
10" a7 10" iontdi/cm? (v zavislosti na mé&fe-
né dobg). Tlak orientovaného paprsku byl pri-
blizné 107 mbar,

Jednotlivé signaly z méficiho zafizeni pro
kazdy odraz byly zaznamenavany a celkova
odrazova energie kazdého prvku byla kon-
vertovana do relativniho hloubkového profi-
Iu. Hmotnost a kalibrace energie byly stano-
veny referen¢nimi vzorky. Pii konverzi ener-
getického spektra na jednotlivé hloubkové
profily bylo pouzito normovanych stupnic
pro dtlum energie.

Vysledky

VSechny vzorky byly analyzovany ve stej-
né vakuové komore za stejnych podminek
a stejnym postupem. V radmci vyzkumu bylo
dosazeno mnoha hloubkovych profild raz-
nych silikongelovych filmu, které podstoupi-
ly proces zahiivani na 400 nebo 550 °C. Po-
uzita technika méfeni vyZaduje prostorovou
hustotu v fadu 10" atomd/cm?. Tloustka fil-
ma byla 150 nm a v obou pfipadech byl po-
mér kysliku ke kiemiku 2,1 : 1.

Vysledky pokusit mohou byt ovlivnény
ptitomnosti uhlovodiki. Tyto uhlovodiky mo-
hou vznikat pii ionizaci, a vznikne-li dosta-
te¢né mnoZstvi uhlovodikovych par, mohou
pfi pusobeni iontového paprsku tyto moleku-
ly praskat a po urcitou dobu se mohou usazo-
vat na povrchu zkoumaného vzorku. To pak
miiZe vést ke vzniku dal$iho uhliku. Pfitom
existuje jesteé dalsi zdroj uhliku, ktery je ob-
sazen ve vychozich materidlech.

Pfi srovnéni profilt ve filmech tloustky
200 nm, kde byl uplatnén tepelny tcinek na
kfemik, je jiZ objem vzniklého uhliku zane-
dbatelny vzhledem k objemu silikongelu. Da-
vodem je to, Ze amorfni gel ma niZsi hustotu,
atimi index lomu 1,42 oproti tepelné zpraco-
vanému kiemiku, ktery ma index lomu 1,46.
Tepelné zpracovany kifemik ma pomér kysli-
ku ke kiemiku 2,0 : 1.

Zvlaste dulezita je skutecnost, Ze silikon-
gelové filmy maji poréznéjsi strukturu, coz
Ize vidét v elektronovém mikroskopu. Diky
tomu jsou susceptibilnéj$i vzhledem k ioni-
zovanému uhliku z detek¢ni analyzy.

Otevrenéjsi struktura obsahuje hlubsi pro-
nikani uhliku do filmu, a to mérné tomu, jak
roste intenzita iontovych paprskt. Vyssi po-
réznost tak zplsobuje niZsi hustotu.

Bylo zjiSténo, Ze obsah uhliku a vodiku,
ktery byl mezi hodnotami 300 az 1 000 (10"
atomﬁ/cmz), se snizil u gelového filmu ohra-
tého na 550 °C ve srovnani s filmem ohfatym
jen na 400 °C. K tomu pravdépodobné doslo
diky tomu, Ze se odpaftila zbytkova voda a or-
ganické komponenty gelu.

Rust obsahu uhliku a vodiku v gelovych
filmech ve srovnani s tepelné zpracovanymi
silikonovymi filmy se da vysvétlit jako kom-
binace dvou divodu: poréznéjsi struktura,

kterd umoziiuje vznik praskani ionizované-
ho uhlovodiku, a skute¢nost, Ze gelové filmy
obsahuji inherentnéjsi uhlovodiky, neodpatu-
jici se solventy a vodu.

Ukazuje se, Ze vznikajici uhlik v gelo-
vych filmech S400 je funkci ¢asu. Pfi poku-
sech byla pouZivana i wolframova ochranna
vrstva, kterd méla zabranit unikdni ionizova-
ného uhliku. Tato vrstva vSak s sebou pfina-
$i problém, nebot se sniZuje hladina energie,
coz pusobi na hmotnost a hloubku substrata.
Meéteny profil tfivrstevného absorbéru s hli-
nikovym substratem a antireflexni vrstvou
S400 je na obr. 2.

Tloustka jednotlivych vrstev byla ptibliz-
né 60, 60 a 90 nm. V daném méieni byly
zjiStény 1 stopy uhliku a vodiku. Nizkoab-
sorpéni stfedni vrstva obsahuje 40 % niklu
a 60 % hliniku.
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Obr. 2. Profil jednotlivych cdstic ve trivrstevném
filmu s kfemikem ohratym na 400 °C jako vrch-
ni vrstvou tvorici antireflexni vrstvu

Byla provedena extrakce uhliku a vodiku
z wolframem pokrytého zkuSebniho vzorku
za Ucelem zjiSténi, zda vlivem obsahu ato-
mu uhliku a vodiku se nevytvaii derivovany
uhlovodik. Pro dany pokus byl pouZit vzo-
rek obsahujici hlinik, kfemik, nikl a kyslik
(viz obr. 2).

Pii srovnani dvou druhii vzorkl — jeden
takovy, kdy je k dispozici silikonovy ge-
lovy film a film ohfaty na teplotu 400 °C,
1ze spatfit nékolik odliSnosti: v obou vzor-
cich je stejny pomér kysliku a kiemiku, a to
2,1 : 1. Tloustka silikonové vrstvy vzorku se
da odhadnout jen nepiimo, optickym mére-
nim. Jsou-li pouzity modelové tloustky ko-
lem 70 nm, ziska se hustota kifemiku v anti-
reflexni vrstvé kolem 2,1 g/cm?, co je pong-
kud méné nez tabulkova hustota amorfniho
kiemiku (2,2 g/cm3).

Stfedni vrstva obsahujici 40 % niklu
a 60 % hliniku méa pomér kysliku ke hlini-
ku 3,4 : 2 a ve vrstvé s 80 % niklu a 20 %
hliniku je tento pomér 3,8 : 2. Vys$§i obsah
kysliku jak v silikonovém, tak nikI-hlini-
kovém filmu je zfejmé v dasledku nékte-
rych rezidudlnich skupin H,O a OH. Zvy-
Sené mnozstvi kysliku v nikl-hlinikovych
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vrstvach se da vysvétlit zfejmé oxidaci po-
vrchu niklovych nanocastic. Niz§i hodno-
ty vodiku a uhliku ve wolframovém filmu
vzhledem k antireflexni vrstvé jsou pfimo
ovliviiovany ioniza¢nim paprskem. Ochran-
na wolframova vrstva sniZuje objem vodi-
ku a uhliku obsaZenych v antireflexni vrst-
vé, z ¢ehoZ vyplyva, Ze dalsi ¢astice uhliku
a vodiku vznikaji v dasledku ptisobeni io-
niza¢niho paprsku.

Kromé kfemiku, niklu, hliniku a kysliku
byla ve filmu detekovana je$t¢ mald mnoZstvi
dusiku, uhliku a vodiku. Materil obsahoval
asi 1 % dusiku, coz mohlo vzniknout pfi pro-
cesu zahfivani, kdy byla pouZita dusikova at-
mosféra. Vodik se pohyboval mezi 1 az 3 %
a uhlik mezi 2 az 4 %. VSechny filmy tvore-
né kifemikem a nikl-hlinikem obsahovaly re-
zidua vody, skupiny OH a uhlik.

KdyZ byl jako antireflexni vrstva pouZit
materidl S, solarni asbsorbér praskal. K to-
mu vede vyssi teplota ohfevu, ale jesté vice
nasledné rychlé ochlazeni z téchto 550 °C
a soucasné mdlo flexibilni struktura tvoie-
na Cistym kfemikem. V rdmci uskuteciio-
vaného vyzkumu nebyl pouZivdn materiél
S550. Byl pouZit materidl tiivrstevny s flexi-
biln&jsi semisilikonovou nepraskavou vrst-
vou HS400 nebo HS550, které tvofily anti-
reflexni vrstvu.

Rozdil mezi obéma témito materialy spo-
¢iva v mnoZstvi obsahu uhliku v kiemikovych
vrstvach, kdy u materidlu HS400 je v rozsahu
6az7 % au S 4002 az4 %. Vyssi obsah uh-
liku v materidlu HS400 je v dusledku piida-
né metylové skupiny v semisilikonu. HS550
ma méné uhliku (asi 4 az 5 %) nez HS400,
protoZe vyssi teplota ohfivani zptisobuje vyssi
stupeni odpatovéni. Jde o stejnou situaci jako
u materidld S400 a $550. Cim vice klesé né-
chylnost k praskdni, tim lepsi jsou vlastnos-
ti absorbérii s horni vrstvou semisilikonu ve
srovnani s materidly Cisté silikonovymi.

Pii méfeni za vysSich teplot bylo zjiSténo,
Ze testované vzorky obsahovaly méné nik-
lu a vice kysliku, coZ naznacovalo, Ze doslo
k oxidaci niklu. Absorbéry s vrchni vrstvou ze
semisilikonu byly k této reakci méné nachyl-
né nez ty, které mély Cisté silikonovy film.

Nikl-hlinik

Zajimava je skutecnost, jak se méni podil
atomt nejsledovanéjsich prvka jako funk-
ce obsahu hliniku. Jednotlivé filmové vrst-
vy nikl-hlinik nanesené na sklenény podklad
pfi riznych pomeérech niklu a hliniku v ramci
zkoumdéni ukazaly, jak se ménil objem kys-
liku. Béhem pokust se podil niklu zvySoval
ze 20 % na 80 %.

Nadmérné mnozstvi kysliku v nikl-hlini-
kovych vrstvach 1ze vysvétlit tim, Ze oxidu-
je povrch niklovych nanocéstic. Podle toho-
to pfedpokladu pak ziejmé vZzdy pfi zvySu-
jicim se obsahu niklu se bude také zvySovat
pomér kysliku k hliniku. Vyzkumy ukazaly,
Ze pomér niklu k piirastkim kysliku je pfi-
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blizné 6,5 : 1, coz znamena, Ze kolem 15 %
niklu ve filmu je v podobé NiO. Vyssi obsah
kysliku v hlinikové vrstvé mize byt ziejmé
také v dusledku existence skupin H,O a OH.
Tyto skupiny vSak asi nejsou vyznamné, pro-
toZze v ramci infracerveného spektra nedo-
$lo v podstaté k zadné absorpci infracerve-
nych paprsku.

Podle procentuélnich podili l1ze pouze
u niklu a hliniku vidét, jak se méni procen-
tovy podil ve vrstvé filmu. Pfi nizkém podilu
niklu dochazi jen k malym zmé&nam, pfi vy-
sokych podilech se naméfilo aZ o 3 % vice.
V ramci pokust doslo jesté k dal$im tpravim
materidlt: filmy obsahujici pomér 80 % niklu
a 20 % hliniku byly jesté tfikrat ohiéty, filmy
s obsahem 40 % niklu a 60 % hliniku byly
ohraty dvakrat. Po naneseni téchto filmt bud

na hlinikovy nebo sklenény podklad byly oba
druhy déle zkoumany.
Zavér

Jako velmi t¢inny detekéni systém malych
¢astic se jevi méteni typu ToF-E. Daji se jim
sledovat hloubky slouc¢enin chemicky derivo-
vanych latek pro solarni ¢lanky. Béhem stu-
dia riznych materialt se ukazalo, Ze vlivem
riazné porovitosti vznikalo v kazdém z nich
jiné mnoZstvi ionizovaného uhliku. Byl zkou-
man vliv jesté dalsi wolframové vrstvy, ktera
byla postupné nanaSena na jednotlivé filmy.
Pridany wolfram ovliviioval energii, hmotnost
a hloubku vrstev ¢éstic ve filmu.

Béhem vyzkumu byl rovnéz zjistén razny
podil uhliku v semisilikonovych a silikono-
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vych filmech. Je to zfejmé dusledek ptida-
né metylové skupiny do semisilikonu. Déle
se ukdzalo, Ze v nikl-hlinikovych vrstvach
se vyskytoval pfebytek kysliku, coZ je z¢4as-
ti vysvétlitelné tim, Ze doslo k oxidaci po-
vrchu nanocéstic niklu. Jak se ménila kon-
centrace niklu a hliniku v jednotlivych fil-
mech, ménily se i objemové podily dalSich
prvki. Bylo také zjisténo, Ze asi 15 % nik-
Iu bylo ve filmech obsaZeno v podobé slou-
¢eniny NiO.

Vysledky méfeni ddle prokdzaly moZnost
opticky modelovat procentové objemy struk-
tur v jednotlivych vrstvach filmu.

Zijem o jaderné elektrarny ve svété roste

V soucasné dobé se zvysend pozornost ve-
nuje jaderné energetice a stale vice novych
zemi se zajima o vystavbu jadernych elektra-
ren (JE). K 31. 12. 2007 bylo ve svété v 31 ze-
mich v provozu 439 jadernych energetickych
reaktorti o hrubém vykonu 392 000 MWe
a Cistém vykonu 373 000 MWe. Po brzkém
dokonceni iranské JE v Busehru to bude 32
zemi a je pravdépodobné, Ze do roku 2020
budou nové reaktory uvadény do

véznou vyzvou pro zemé zacinajici budovat
jaderné elektrarny.

Mezi zemé, které jsou vaznymi kandida-
ty pro vystavbu novych jadernych elektraren,
patii napt. evropské a vychodoasijské zemé.
Italie je dnes jedinou zemi v rdmci G 8, kte-
rd nemd vlastni jaderné elektrarny a ktera
patii mezi nejvétsi dovozce elektfiny na své-
té. V dusledku vysoké zavislosti na dovozu

Ing. Viclav Vanék

dilet se i na projektovéni, vystavbé a provo-
zu jadernych elektraren v zahrani¢i. V roce
2005 napt. uzavrela italska spole¢nost ENEL
s francouzskou firmou EdF smlouvu o spo-
lupraci, podle niZ bude moci vyuZivat vy-
kon z francouzskych JE ve vysi 1 200 MWe.
ENEL rovnéz ma podil ve vysi 66 % ve spo-
le¢nosti Slovenské elektrarny, kterd provozuje
Sest jadernych reaktoru. To prispiva ke zvySe-

ni energetické bezpecnosti a eko-

provozu pievazné v téchto zemich.
Po roce 2020 je ale téméf jisté, Ze
do klubu provozovatelti jadernych
elektraren vstoupi i dal$i zemé. Za-
jem novych zemi o jaderné elekt-
rdrny je dan fadou faktord, které
se ale pfili$ nelisi od starSich zemi
provozujicich jaderné elektrarny.
ZlepSuji se napf. provozni a bez-
pecnostni ukazatele jadernych elek-
traren, zlepSuje se i jejich ekono-
mika a pfispiva k tomu i diskuse
o nutnosti snizovat emise skleniko-
vych plynl a diskuse o energetic-
ké bezpecnosti. Diky tomu se méni
i vztah vefejnosti k jaderné energii,
ktery je dnes ptiznivéjsi, neZ tomu
bylo v minulosti.

I kdyZ je pro jednotlivou zemi
snadné prohlasit, Ze mé vazny za-
jem o jadernou elektrarnu, obtiznéjsi je tento
zamér realizovat. V1ady musi vytvofit odpo-
vidajici podminky pro investice a legislativ-
ni ramec, véetné problematiky radioaktiv-
nich odpadu a likvidace jadernych zatfizeni
po skonceni Zivotnosti atd. Je rovnéZ nutné
vyhovét mezindrodnim pozadavkim nesifeni
jadernych zbrani a pojisténi jadernych elek-
traren. Jsou to vSechno opatfeni, kterd jsou

Obr. 1. Jaderna elektrdrna Temelin

ropy a zemniho plynu je zde cena elektfiny
0 45 % vyssi, nez je primérna cena elektii-
ny v EU. Pfitom v obdobi 1963 aZ 1990 pa-
tfila Italie mezi prikopniky jaderné energe-
tiky. Po dobu nasledujicich patnicti let se
vSak neangaZovala v oblasti jaderné energe-
tiky. Zakon z roku 2004 tuto situaci zménil
a umoznil italskym firmam uzavirat spolecné
podniky se zahrani¢nimi spole¢nostmi a po-

nomiky Itilie a pomuZe pti dalsim
rozvoji jaderné energetiky. Polsko
mélo v 80. letech ve vystavbé Ctyfi
reaktory, ale v roce 1990 byla je-
jich vystavba zastavena a veske-
ré komponenty prodany. ProtoZe
97 % elektfiny se vyrabi v uhel-
nych elektrarnich, rozhodla vla-
da v roce 2005 o rozvoji jaderné
energetiky z diivodu diverzifikace
energetickych zdroji a snizovani
emisi SO, a CO,. Prvni reaktor by
mél byt uveden do provozu brzy
po roce 2020. Realistickym cilem
je mit v roce 2030 v provozu JE
o vykonu 4 500 MWe. Rovnéz tfi
baltské zemé, vcetné Polska, pla-
nuji vybudovat novou velkou JE
v Litv¢, kterd by nahradila existu-
jici jaderné reaktory v Ignalinské
jaderné elektrarné, jejichZ uzavteni vyzadu-
je EU. Bude se pravdépodobné jednat o ev-
ropsky tlakovodni reaktor EPR o vykonu
1 700 MWe za 2,5 az 4 miliardy eur. M€l by
byt uveden do provozu v roce 2015. Mezi ze-
mémi byvalého Sovétského svazu se o moz-
nost vystavby JE zajim4 Bélorusko, Gruzie
a Kazachstan. Bélorusko a Gruzie si tim chté-
ji sniZit svou energetickou zavislost na Rusku.
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